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Настоящая работа посвящена проблеме получения квазидвумерных наночастиц CdSe и гетероструктур CdSe/ZnS и CdSe/CdS на их основе, а также исследованию их оптических свойств.
На данный момент полупроводниковые квазидвумерные (2D) наночастицы представляют огромный интерес благодаря наличию таких свойств, как квантово-размерный эффект, высокая подвижность носителей заряда, узкие полосы экситонного поглощения и люминесценции. Благодаря этому применение 2D наночастиц возможно в различных оптоэлектронных устройствах.
Кроме однофазных наночастиц весьма перспективными являются гетероструктуры на их основе. Введение в систему второго полупроводникового материала (наращивание оболочки) позволяет модифицировать зонную структуру наночастиц, расширяя потенциальные области их применения.
В рамках данной работы весьма интересно исследовать такие гетероструктуры как CdSe/CdS и CdSe/ZnS. Гетероструктура CdSe/ZnS теоретически относится к I типу,  так как ZnS является более широкозонным полупроводником, чем CdSe. В случае CdSe/CdS более вероятна реализация квази-типа II за счет того, что разница в положении энергетических зон для CdS и CdSe относительно мала. В результате такого гетероконтакта электрон делокализован по всей гетероструктуре.
Квазидвумерные наночастицы CdSe были получены методом коллоидного синтеза в инертной атмосфере. В качестве прекурсоров использовались триоктилфосфин селенид (TopSe) , ацетат кадмия и олеиновая кислота в качестве стабилизатора. Температура роста частиц составила 240°С, а время роста – 60 минут. 

Гетероструктуры CdSe/ZnS и CdSe/СdS были получены методом низкотемпературного послойного осаждения материала оболочки в полярной среде (N-метилформамид - NMF). В качестве прекурсора S2- был взят раствор Na2S в NMF, а в качестве прекурсоров Zn2+ и Cd2+ -  растворы ацетатов цинка или кадмия в NMF. Данный метод позволяет точно контролировать количество монослоёв, осаждаемых на поверхности и тем самым получать оболочку желаемой толщины.
В ходе данной работы была модифицирована методика послойного осаждения оболочки на 2D наночастицы CdSe. В результате было осаждено 4 монослоя ZnS и CdS на поверхность исходных частиц. И по результатам оптической спектроскопии поглощения было выявлено, что с ростом толщины оболочки происходит заметный сдвиг экситонных полос в область малых энергий. Причём величина сдвига для CdSe/CdS больше, чем для CdSe/ZnS, что как раз связано с величиной ширины запрещенной зоны материала оболочки. Было также выявлено, что люминесцентные свойства гетероструктур пропадают после наращивания 2 МС оболочки и больше.

